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1. Si consideri un amplificatore di tensione con Av=1000, Rin = 200 KΩ, Rout = 100 Ω. Si reazioni in modo da 
ottenere una resistenza di ingresso di 50 Ω e una resistenza di uscita minore di 20 Ω.  Per semplicità 
considerare il generatore di ingresso ideale e il carico assente. 

 
2. Si consideri il circuito a lato. Si supponga 

che la caratteristica del MOSFET in zona di 

saturazione sia ( )2
2
n

D GS T
KI V V= − , con 

VT=2 V, Kn=1 mA/V2. All’istante t=0 la 
tensione sulla capacità vale 5 V e una 
tensione costante di 5 V viene applicata sul 
gate. Calcolare dopo quanto tempo il 
MOSFET va in zona triodo. 

 
 
 
 

 
                                                                                  Parte B       

 
Con riferimento al circuito 
mostrato a lato, calcolare:  
 
• il punto di riposo dei due 

transistori Q1 e Q2 e i 
parametri del circuito di 
piccolo segnale 

• la funzione di trasferimento a 
centro banda 

• il limite superiore di banda 
 
Assunzioni semplificative: 

- considerare hoe = 0 e 
hre=0 per i due transistori. 

- Considerare Q1 resistivo 
 
Punteggio totale Parte B: 14/30 
 

 

Q1 

BC109B 
Q2 

BC109B 

RE1 
1.65k 

RE2 
1.3k 

RC2 
4k 

RC1 
3k 

RL 
1k 

CL 
10u 

CE 
50u 

VBB 
4 V 

VCC 
15 V 

0 

0 

Vs 
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